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(57) Abstract: The invention discloses a multilayer electrical component comprised of at least one base element (1) which is com-
posed of a stack of dielectric layers (2) and electrode layers (3) positioned one upon the other, wherein the multilayer component
additionally has a resistor (4) and a decoupling layer (5a, 5b), wherein the decoupling layer chemically isolates the resistor from at

least one portion of the multilayer element.

o (57) Zusammenfassung: Es wird ein elektrisches Vielschichtbauelement angegeben, aufweisend zumindest einen Grundkdrper
(1), der einen Stapel von iibereinander angeordneten dielektrischen Schichten (2) und Elektrodenschichten (3) umfasst, wobei das
Vielschichtbauelement zusétzlich einen Widerstand (4) und eine Entkopplungsschicht (5a, 5b) aufweist, wobei die Entkopplungs-
schicht den Widerstand von zumindest einem Teil des Vielschichtbauelements chemisch isoliert.
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Beschreibung

Elektrisches Vielschichtbauelement

Es wird ein elektrisches Vielschichtbauelement, aufweisend
insbesondere einen Vielschichtkondensator oder einen

Vielschichtvaristor, beschrieben.

Aus DE 10224565 Al ist ein Vielschichtbauelement bekannt, bei
dem in einem Grundkdrper gegeniiberliegend angeordnete
Vielschichtkondensatoren mit einer gemeinsamen, auf eine
Stirnseite des Grundkorpers herausgefithrten Masseelektrode

verschaltet sind.

Aus DE 10356498 Al ist ein Vielschichtbauelement bekannt,
wobel eine Verschaltungsstruktur zwei Elektrodenstapeln
miteinander verbindet, und wobei zwei Symmetrieebenen, wvaon
denen eine parallel zu einer keramischen Schicht und eine
andere senkrecht zu einer keramischen Schicht verlauft, im

Bauelement vorhanden sind.

Eine zu ldsende Aufgabe besteht darin, ein elektrisches
Bauelement anzugeben, welches bei minimaler Wechselwirkung
von vom Bauelement aufgewiesenen Schaltelementen eine

mdéglichst hohe Integrationsdichte aufweist.

Es wird ein elektrisches Vielschichtbauelement mit zumindest
einem GrundkdOrper angegeben, der einen Stapel von
Ubereinander angeordneten dielektrischen Schichten und
Elektrodenschichten umfasst. Aulerdem weist das
Vielschichtbauelement einen Widerstand bzw. eine
Widerstandstruktur sowie eine Entkopplungsschicht auf, wobei

die Entkopplungsschicht den Widerstand von zumindest einem
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Teil des Vielschichtbauelements, insbesondere des
Grundkdrpers, chemisch isoliert. GemidBR einer Ausfiihrungsform
ist die Entkopplungsschicht auf einer AuRenfldche des

Grundkdrpers aufgebracht.

Vorteilhafterweise wird dadurch erreicht, dass das Material
des mittels der Entkopplungsschicht isclierten einen Teils
des Vielschichtbauelements chemisch nicht mit dem
Tragermaterial des Widerstands bzw. direkt mit dem Widerstand
reagiert. Somit kénnen die erwilinschten Eigenschaften des
Widerstands mit geringem Aufwand eingestellt werden. Dies
kéonnte beispielsweise durch Aufdrucken einer bestimmten
Widerstandsstruktur auf die Entkopplungsschicht, welche auch
als Tragerschicht betrachtet werden kann, erfolgen, wobei die
Materialbeschaffenheit sowie der Pfad bzw. die Bahn der
Struktur wahrend der Herstellung bzw. wadhrend der
Temperaturbehandlung des Vielschichtbauelements sowie wahrend

seiner Inbetriebnahme unverandert bleibt.

GemaB einer Ausfihrungsform ist es vorgesehen, dass das
Vielschichtbauelement oberseitig sowie unterseitig eine
Entkopplungsschicht aufweist. Dabei kénnte jeweils eine
Entkopplungsschicht an der Oberseite und eine an der
Unterseite des Grundkdrpers angeordnet sein. An der
Unterseite des Vielschichtbauelements hat eine
Entkopplungsschicht den Vorteil, dass sie ein im Grundkorper
enthaltenes Material von jenem eines Substrats, auf das das
Vielschichtbauelement montiert sein kénnte, chemisch

entkoppelt.

GemdlR einer Ausfihrungsform des Vielschichtbauelements
enthdlt die zumindest eine Entkopplungsschicht ein Zirkon-

Oxid-Glaskomposit. Die Verwendung dieses Materials als
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Bestandteil der Entkopplungsschicht hat den Vorteil, dass es
das Schaffen einer Entkopplungsschicht erméglicht, die eine
verhaltnismdaRig glatte Oberfldche aufweist, welche mit
besonders detaillierten und genauen Widerstandsstrukturen
bedruckt werden kann. Es hat sich auberdem herausgestellt,
dass der Einsatz von Metalloxiden und / oder von Nitriden mit
oder ohne dem Zirkon-Oxid-Glaskomposit im Sinne mbglichst
vollstandiger chemischer Entkopplungseigenschaften der

Entkopplungsschicht besonders glinstig ist.

Gemal einer vorteilhaften Ausfihrungsform weist die zumindest
eine Entkopplungsschicht eine streukapazitédtreduzierende
Funktion auf. Dabei kann die Entkopplungsschicht ein Material
enthalten, welches die Ausbreitung bzw. die Uberleitung von
Streukapazitaten zwischen dem einen genannten Teil des
Vielschichtbauelements und dem Widerstand zumindest
reduziert. Zu diesem Zweck wurde experimentell festgestellt,
dass neben dem Zirkon-Oxid-Glaskomposit (ZrOx-Glaskomposit;

x 2 1) auch andere Materialien geeignet sind, wie zum
Beispiel ein Magnesium-Oxid-Glaskomposit (MgOx-Glaskomposit;
x 2 1), ein Aluminium-0Oxid-Glaskomposit (AlOx-Glaskomposit;

x 2 1) oder eine Mischung aus den genannten Glaskompositen
mit einem Zirkon-Oxid-Glaskomposit. Dariiber hinaus kdnnen in
der Entkopplungsschicht Materialien wie zum Beispiel ZnyMn04
sowie andere Vertreter der Familie A;B0,; enthalten sein,

wobel A und B jeweils insbesondere zweiwertige Metallkationen

umfassen.

Es wird bevorzugt, dass die zumindest eine
Entkopplungsschicht ein chemisches Entkopplungsmaterial
enthalt bzw. grobtenteils aus einem Entkopplungsmaterial
besteht, welches eine Dielektrizitidtskonstante von weniger

als 15 aufweist. Hiermit wird ein besonders wirkungsvoller
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streukapazitdtsreduzierender Effekt erzielt.
Vorteilhafterweise wirkt aufgrund einer solchen niedrigen
Dielektrizitdatskonstante die Entkopplungsschicht besonders
isolierend gegeniber parasitiren Effekten, die beispielsweise
im Hochfrequenzbereich auftreten kdnnten. Dabei hat das
Vielschichtbauelement den Vorteil, dass elektromagnetische
Wechselwirkungen zwischen dem Widerstand und einem Teil des
Vielschichtbauelements, der verschiedene durch Schaltelemente
hervorgerufene elektrische Eigenschaften aufweisen kdnnte,
wie beispielsweise Kapazitaten, Widerstidnde oder auch
halbleitende Schichten, vermieden oder zumindest reduziert

werden koOnnen.

Der Widerstand kann gemdBR einer Ausfihrungsform des
Vielschichtbauelements zumindest teilweise auf zumindest eine
AuBenflache der Entkopplungsschicht aufgebracht sein. Dabei
kann der Widerstand auf einer Oberflédche der
Entkopplungsschicht aufgebracht werden. Bildet die
Entkopplungsschicht die oberste Schicht des
Vielschichtbauelements, so ist der Widerstand als auf die
obere Oberfldche des Vielschichtbauelements angeordnet zu

betrachten.

Das Aufbringen eines Widerstands bzw. einer
Widerstandstruktur auf zumindest einer stirnseitigen
AuRenflache des Vielschichtbauelements hat den Vorteil, dass
keine weiteren Schichten des Vielschichtbauelements in
Stapelrichtung oberhalb oder unterhalb des Widerstands zu

einer Veradnderung seiner elektrischen Eigenschaften fiihren.

Gemdl einer bevorzugten Ausfihrungsform des
Vielschichtbauelements ist der Widerstand zumindest teilweilse

auf elektrischen Leiterbahnen angeordnet, welche nach AuBen



10

15

20

25

30

WO 2009/007303 PCT/EP2008/058594

elektrisch kontaktierbar sind. Dabei kdnnen die elektrischen
TLeiterbahnen zumindest teilweise auf eine AuBenfliache des
Grundkdrpers bzw. des Vielschichtbauelements angeordnet sein.
Diese elektrischen Leiterbahnen werden nachfolgend auch als
Widerstandspads bezeichnet. Die elektrischen Leiterbahnen
sind vorzugsweise mit AuRenkontakten des
Vielschichtbauelements, welche als Schichten ausgefithrt sein

kénnten, elektrisch kontaktiert.

Es wird bevorzugt, dass der Widerstand zumindest teilweise
mit einer ersten Passivierungsschicht abgedeckt ist. Ist der
Widerstand auf der oberen Aullenflache des
Vielschichtbauelements angeordnet, so bildet die erste
Passivierungsschicht die oberste Schicht des
Vielschichtbauelements bezogen auf seine Stapelrichtung.
Diese erste Passivierungsschicht enthalt nach einer
Ausfihrungsform Glas. Andere Materialien kénnen Jjedoch auch
eingesetzt werden, welche eine chemische Reaktion mit dem
Material des Widerstands bzw. mit der Oberfliache des

Grundkdrpers erschweren.

Auch ist das Vielschichtbauelement gemalB einer
Ausfihrungsform derart ausgestaltet, dass zumindest ein Teil
der AuBRenfldche des Vielschichtbauelements mit einer zweiten
Pagssivierungsschicht abgedeckt ist. Auch die zweite

Passivierungsschicht koénnte dabei Glas enthalten.

Erste und zweite Passivierungsschichten sind vorzugsweise auf
unterschiedlichen AuBenfldchen des Grundkdrpers angeordnet.
Dabei konnte beispielsweise die erste Passivierungsschicht
auf der Oberseite des Grundkdrpers, insbesondere auf der
AuBenflache des Widerstands angeordnet sein, wobel die zweite

Pagssivierungsschicht im Gegensatz dazu auf den Seitenflachen
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sowie auf der Unterseite des Grundkérpers aufgebracht sein
kénnte. Insbesondere wird dakei bevorzugt, dass eine
vorzugsweise Glas enthaltende Passivierungsschicht zwischen
dem Grundkdrper und seitlich am Grundkérper aufgebrachten

AuBenelektroden angeordnet ist.

GemalR einer Ausfihrungsform des Vielschichtbauelements
umfasst der Grundkdrper mehrere lateral nebeneinander
angeordnete Stapel von {ibereinander angeordneten
Elektrodenschichten. Dabei kdnnen Elektrodenschichten auf
gemeinsame dielektrische Schichten liegen. Somit wird ein
Vielschichtbauelement angegeben, welches ein Array von

Elektrodenstapel umfasst.

Vorzugsweise ist der Grundkorper auf seinen unterschiedlichen
Seitenflachen mit mehreren Aubenkontakten versehen, die
Jjewells mit gleich gepolten Elektrodenschichten kontaktiert

sind.

Gemdl einer Ausfihrungsform umfasst der Teil des
Grundkdrpers, von dem der Widerstand mittels der
Entkopplungsschicht chemisch isoliert ist, einen

Varistorkérper und / oder einen Kondensatorkdrper.

Es ist gemdBl einer Ausfiihrungsform des Vielschichtbauelements
vorgesehen, dass eine elektromagnetische Abschirmstruktur im
Grundkdrper integriert ist, die den Widerstand von zumindest
einem Teil des Grundkdrpers elektromagnetisch entkoppelt. Bei
dieser Abschirmstruktur kénnte es sich um eine nach auBen
unkontaktierte, elektrisch leitende Schicht handeln. So wird
die Abschirmstruktur auch als ,schwebende™ Elektrode

bezeichnet.
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Gemdl einer Ausfihrungsform ist die elektromagnetische
Abschirmstruktur in der zumindest einen Entkopplungsschicht
selbst integriert. Stattdessen kdnnte Sie jedoch auch von

chemischem Entkopplungsmaterial umgeben sein.

GemdlR einer Ausfihrungsform weist der Grundkdrper eine
Masseelektrode auf. Diese ist vorzugsweise an zwel Enden
Jeweills mit einem AuBenkontakt des Vielschichtbauelements
kontaktiert. Im Vielschichtbauelement k&nnten gemal einer
Ausfithrungsform mehrere Masseelektroden in Stapelrichtung
Ubereinander angeordnet sein, die sich mit

Elektrodenschichten und dielektrischen Schichten abwechseln.

GemadlR einer Ausfihrungsform ist es vorgesehen, dass durch
benachbarte und in orthogonaler Projektion sich idberlappende
Elektrodenschichten und einer dazwischen liegenden
dielektrischen Schicht eine Kapazitat erzeugt ist. Die
dielektrische Schicht kénnte dabei eine Kondensatorkeramik
enthalten, wobei bei mehreren iUbereinander angeordneten

Kapazitédten ein Vielschichtkondensator gebildet wird.

Zwischen zumindest zweil Ubereinander angeordneten bzw.
vorhandenen Kapazitdten kann eine zusadtzliche
Passivierungsschicht angeordnet sein. Vorteilhafterweise
kénnen dadurch mehrere Kapazitdten im Vielschichtbauelement
elektromagnetisch voneinander entkoppelt werden. In diesem
Sinne kann auch zwischen mehreren bzw. zwischen Jje zweil
Vielschichtkondensatoren zumindest eine solche

Passivierungsschicht angeordnet sein.

GemaB einer Ausfihrungsform enthialt eine bzw. enthalten

mehrere dielektrische Schichten des Vielschichtbauelements
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eine Varistorkeramik. Mehrere ibereinander angeordnete

Kapazitdten kdénnen so einen Vielschichtvaristor bilden.

Vielschichtkondensatoren sowie Vielschichtvaristoren der
beschriebenen Art kénnen im Vielschichtbauelement
ibereinander angeordnet sein, wobei sie mittels einer
Entkopplungsschicht und/oder einer elektromagnetischen
Abschirmstruktur voneinander chemisch bzw. elektromagnetisch

entkoppelt sein kdnnten.

Es wird bevorzugt, dass die Anordnung von dielektrischen
Schichten und Elektrodenschichten des Vielschichtbauelements
bezogen auf eine laterale Ebene, welche parallel zu den
dielektrischen Schichten verlauft, symmetrisch ist.
Zusatzlich oder alternativ konnte die Anordnung von
dielektrischen Schichten und Elektrodenschichten bezogen auf
eine Ebene, welche senkrecht zu den dielektrischen Schichten
beziehungsweise in Stapelrichtung verlauft, symmetrisch
ausgefihrt sein. In beiden Fallen wird bevorzugt, dass die
Form der Elektrodenschichten, beispielsweise auch die Form
von Masseelektroden, bezogen auf die genannten Ebenen
ebenfalls symmetrisch ausgefihrt sind. Die Form des
Widerstands bzw. der Widerstandsstruktur kénnte bezogen auf
die senkrecht zu den dielektrischen Schichten verlaufene
Ebene eine Symmetrie aufweisen. Weist das
Vielschichtbauelement mehrere Widerstandsstrukturen auf
mehreren Ebenen bezogen auf die Stapelrichtung auf, so
konnten diese Widerstandsstrukturen auch bezogen auf die
parallel zu den dielektrischen Schichten verlaufende

Symmetrieebene eine Symmetrie aufweisen.



10

15

20

25

30

WO 2009/007303

PCT/EP2008/058594

Die beschriebenen Gegenstédnde werden anhand der folgenden

Figuren und Ausfilhrungsbeispiele ndher erldutert. Dabei zeigt

beziehungsweise zeigen:

Figur 1

Figur 2

eine seitliche Querschnittsansicht eines
elektrischen Vielschichtbauelements mit einer
oberseitig angeordneten, auf einer
Entkopplungsschicht aufgebrachten
Widerstandsstruktur sowie einer die
Widerstandstruktur abdeckenden

Passivierungsschicht,

eine andere seitliche Querschnittsansicht des

Vielschichtbauelements gemall Figur 1,

Figuren 3A bis 3J unterschiedliche Schritte beziehungsweise

Figur 4A

Figur 4B

Figur 5A

Zelitpunkte wadhrend der Herstellung eines
Vielschichtbauelements der beschriebenen

Art,

eine seitliche Querschnittsansicht eines
elektrischen Vielschichtbauelements gemdl Figur 1,
jedoch zusatzlich aufweisend elektromagnetische
Abschirmstrukturen sowie mehrere

Entkopplungsschichten,

eine andere seitliche Querschnittsansicht des

elektrischen Vielschichtbauelements gemd&l Figur 4A,

eine seitliche Querschnittsansicht eines
elektrischen Vielschichtbauelements umfassend zwel
Ubereinander angeordnete Stapel von

Elektrodenschichten sowie dielektrische Schichten,
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welche mittels einer Passivierungsschicht

voneinander entkoppelt sind,

Figur 5B eine seitliche Querschnittsansicht des elektrischen

Vielschichtbauelements gemal Figur 5A,

Figur ©A eine Draufsicht auf ein elektrisches
Vielschichtbauelement der beschriebenen Art mit

einer Vielzahl von elektrischen AubBenkontakten,

Figur 6B einen seitliche Querschnittsansicht des mit der

Figur 6A gezeigten Vielschichtbauelements.

Figur 1 zeigt eine seitliche Querschnittsansicht eines
elektrischen Vielschichtbauelements mit einem Grundkoérper 1
der einen Stapel von Ubereinander angeordneten dielektrischen
Schichten 2 und Elektrodenschichten 3 aufweist. Zwischen
Ubereinander angeordneten Elektrodenschichten 3 ist eine
gemeinsame Masseelektrode 9 angeordnet. Die Oberseite des
Grundkorpers ist mit einer chemischen Entkopplungsschicht 5a
versehen, wobel die Unterseite des Grundkdrpers mit einer
anderen Entkopplungsschicht 5b versehen ist. Diese kdnnte
chemisch entkoppelnd wirken. Es wird jedoch bevorzugt, dass
diese unterseitige Entkopplungsschicht 5b elektromagnetisch
entkoppelnd wirkt, damit méglichst geringe elektromagnetische
Felder von einer Leiterplatine, auf die das
Vielschichtbauelement angeordnet sein koénnte, in das

Vielschichtbauelement eindringen.

Es sind AuRenkontakte 6 vorhanden, welche an sich
gegeniberliegenden Seitenflachen des Grundkoérpers 1
angeordnet sind, wobel die Aubenkontakte vorzugsweise als

metallisierte Schichten bzw. in Stapelrichtung des
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Vielschichtbauelements langgestreckte Streifen ausgefihrt
sind. Zwischen einem Aulenkontakt 6 und der Seitenflache des

Grundkdrpers ist eine Passivierungsschicht 7b vorhanden.

Die Elektrodenschichten 2 sind jeweils mit ihrem einen Ende
bis zu einem AuBenkontakt 6 herangefiihrt um einen
elektrischen Kontakt mit ihm herzustellen. Die AuBenkontakte
6 sind vorzugsweise kappenfdérmig ausgebildet, wobei sie
jewells eine das Vielschichtbauelement seitlich umklammernde

Form aufweisen.

Oberseitig weist das Vielschichtbauelement elektrische
Leiterbahnen bzw. Widerstandspads 4a auf, welche auf der
OCberseite der oberen Entkopplungsschicht 5a aufgebracht sind
und ihre Oberflache teilweise abdecken. In einem Bereich der
Oberfliache der Entkopplungsschicht ist neben den
Widerstandspads 4a auBerdem eine Widerstandsstruktur 4
aufgebracht, wobei die Widerstandsstruktur 4 sowohl die
Cberflache der Entkopplungsschicht 5a als auch diejenigen der
Widerstandspads 4a beriihrt. Eine Passivierungsschicht 7a
deckt die Widerstandsstruktur oberseitig vorzugsweise
vollstandig ab. Dabei kénnte die Passivierungsschicht 7a
zumindest auch einen Teil der QCberflidchen der Widerstandspads

4a abdecken.

Die Entkopplungsschicht 5a reduziert das Ubersprechen
zwischen dem Widerstand 4 und den im Grundkdrper enthaltenen

Elektrodenschichten 3 sowie Masseelektrode 9.

Der Grundkorper 1 enthalt eine Funktionskeramik, wie zum
Beispiel eine Varistor oder eine Kondensatorkeramik, in dem
Elektrodenstapel angeordnet sind, die mit den AuRenkontakten

6 verbunden sind sowie mindestens eine Kapazitat und
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mindestens einen Varistor beziehungsweise einen Kondensator

bilden.

Vorzugsweise enthalt beziehungsweise enthalten die
Entkopplungsschichten 5a und 5b ein Komposit enthaltend
Zirkon-0Oxid und Glas, wobei die Entkopplungsschichten 5a und
5b gemeinsam mit dem Grundkoérper 1 beziehungsweise mit der

Funktionskeramik sinterbar sind.

Figur 2 zeigt eine seitliche Querschnittsansicht des mit der
Figur 1 bereits gezeigten Vielschichtbauelements, wobei der
Querschnitt dieser Figur senkrecht zu jenen der Figur 1
verlauft. Mit dieser Ansicht werden mehrere Stapel von
Elektrodenschichten 3 gezeigt, welche in lateraler Richtung
nebeneinander angeordnet sind. Eine Masseelektrode 9
verbindet zwel sich gegeniiberliegende, jeweils an einer
Seitenfliche des Vielschichtbauelements bzw. Grundkdrpers 1
angebrachte AuRenkontakten 6, wobei die Masseelektrode
zwischen je zwel Elektrodenschichten 3 der mehreren
nebeneinander angeordneten Elektrodenstapel angeordnet ist.
Cberseitig auf der Oberfldche der Entkcpplungsschicht 5a sind
mehrere Widerstandspads 4a sowie zumindest teilweise auf den
Widerstandspads angeordnete Widerstdnde 4 gezeigt, wobei
jeder Widerstand zwei sich gegeniiberliegende Widerstandspads
miteinander verbindet und die Widerstandspads jeweils an
einem Ende mit einem an einer Seitenflache des Grundkdrpers 1
angebrachten Aubenkontakt 6 kontaktiert sind. Eine
vorzugsweise Glas enthaltende Passivierungsschicht deckt die
Widerstande 4 sowie die Widerstandspads 4a oberseitig

vollstandig ab.
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Figur 3A zeigt mehrere dielektrische Schichten 2, welche
ibereinander gestapelt werden, wobei eine dielektrische
Schicht mit einer Masseelektrodenstruktur beziehungsweise mit
einer Masseelektrode 9 und eine weitere dielektrische Schicht
2 mit zwel Elektrodenschichten 3, welche voneinander im
mittleren Bereich der dielektrischen Schicht mit einem
Abstand getrennt sind, bedruckt sind. Die Elektrodenschichten
3 Uberstehen die dielektrische Schicht, auf der sie liegen,
mit ihrem mit den AuBenkontakten 6 zu kontaktierenden Enden
derart, dass sie nach dem Laminieren der dielektrischen
Schichten ein Stick aus dem dadurch entstandenen Grundkorper

1 herausragen.

Figur 3B zeigt den laminierten Zustand der in der Figur 3A

gezeigten verschiedenen Schichten des Grundkdorpers.

Figur 3C zeigt den Grundkdérper 1 gemdl Figur 3B, der
ocberseitig mit einer Entkopplungsschicht 5a und unterseitig

mit einer Entkopplungsschicht 5b versehen worden ist.

Figur 3D zeigt den mit den Entkopplungsschichten 5a, 5b ocber-
und unterseitig versehenen Grundkdrper 1, wobei die obere
Entkopplungsschicht 5a des Weiteren mit Widerstandspads 4a
versehen ist und die sich mit einem Abstand voneinander
gegeniiber liegen und Jjeweils mit einem Ende mit einem

AuBRenkontakt 6 kontaktierbar sind.

Figur 3E zeigt einen K&rper eines Vielschichtbauelements
gemall Figur 3D, mit dem Unterschied, dass in dieser Figur der
Entbinderungsprozess zur Entfernung von in den keramischen
Schichten 2 enthaltenem organischem Binder schematisch

dargestellt ist. Ein organischer Binder koénnte in den
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keramischen Schichten 2 enthalten sein, um sie zur

Taminierung in einen Grundkdrper 1 handhabbarer zu gestalten.

Figur 3F zeigt den Korper gemal der Figuren 3D und 3E, dessen
Seitenfliachen mittels eines geeigneten Werkzeuges derart
abgefrast worden sind, dass die Enden der Elektrodenschichten
3 und diejenigen der Widerstandspads ein Stick aus dem
Grundkdrper 1 herausragen bzw. im Falle der Widerstandspads
die obere Entkopplungsschicht 5a geringfigig

Uberstehen.

Figur 3G zeigt den Vielschichtbauelementkdrper gemal Figur
3F, wobei ein Widerstand 4 die sich mit einem Abstand auf der
Oberfliache der Entkopplungsschicht 5a gegeniiberliegenden
Widerstandspads 4a miteinander verbindet. Dabei steht der
Widerstand 4 bzw. die Widerstandsstruktur 4 sowohl mit den
Oberflichen der Widerstandspads 4a als auch mit einem Teil

der COberflidche der Entkopplungsschicht 5a in Beriihrung.

Figur 3H zeigt den Vielschichtbauelementkdrper gemal Figur
3G, wokei sowohl der Widerstand 4 als auch zumindest ein Teil
der Cberfliache der Widerstandspads 4a mittels einer

Passivierungsschicht 7a abgedeckt sind.

Figur 3I zeigt den Vielschichtbauelementkdrper gemal Figur
3H, wobei eine zusatzliche Passivierungsschicht 7b auf die
Seitenfliachen des Koérpers sowie auf den Oberflachenbereich
der Widerstandspads 4a, der nicht von der
Passivierungsschicht 7a bzw. von dem Widerstand 4 abgedeckt
ist, aufgebracht ist. Die zusatzliche Passivierungsschicht 7b
wird derart auf den Vielschichtbauelementkdrper seitlich
aufgebracht, dass die zuvor Uberstehenden Widerstandspads und

Elektrodenschichten 3 aufgrund der zusatzlichen seitlichen
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Beschichtung mit der Passivierungsschicht nicht weiter
iiberstehen und eine ebene bzw. ebene Seitenfldchen des

Vielschichtbauelements erzeugt werden.

Figur 3J zeigt den Vielschichtbauelementkdrper gemal Figur
31, mit dem zusdtzlichen Merkmal, wonach AuBenkontakte eine
den Korper seitlich umklammernde Form aufweisen. Dabei bleibt
die zuvor aufgetragene Passivierungsschicht 7b vorzugsweise
zwischen den Aulenkontakten und der Auleren Oberflache des
Grundkdrpers bzw. der Entkopplungsschichten 5a und 5b

bestehen.

Figur 4A zeigt eine seitliche Querschnittsansicht eines elek-
trischen Vielschichtbauelements, dessen Grundkdrper 1 cber-
und unterseitig mit jeweils einer Entkopplungsschicht 5a, b5b
versehen ist. Innerhalb jeder Entkopplungsschicht ist eine
Abschirmelektrode 8 angeordnet, welche als freiliegende Elek-
trode bzw. als nicht nach auBen kontaktierte metallische
Flache betrachtet werden kann. Darlber hinaus ist das
Vielschichtbauelement gemal der Figuren 3A bis 3B und der

dazugehdérigen Beschreibung aufgebaut.

Figur 4B zeigt eine andere seitliche Querschnittsansicht des
mit der Figur 4A gezeigten Vielschichtbauelements, wobei die
Querschnittsebene senkrecht zu derjenigen der Figur 4A
verlauft. Es werden entlang der Langsachse des
Vielschichtbauelements verlaufende Abschirmstrukturen 8
gezeigt, welche jeweils in den Entkopplungsschichten 5a, b5b

enthalten sind.

Die Abschirmstrukturen 8 kénnen vorteilhafterweise in hdherem
MaBe die an der Oberseite des Vielschichtbauelements

angeordnete Widerstadande von dem Grundkdrper beziehungsweise
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von zumindest einem Teil des Grundkdrpers, insbesondere
elektromagnetisch, entkoppeln. Die unterseitig auf dem
Grundkdrper angeordnete Entkopplungsschicht 5b kann den
Grundkdrper beziehungsweise den einen Teil des Grundkdrpers
von gegebenenfalls auf einer Montagefldche bzw.
Teiterplatine, auf die das Vielschichtbauelement aufliegen
kéonnte, angeordneten Leiterbahnen elektromagnetisch

entkoppeln.

Die Verwendung einer schwebenden Elektrode 8 in zumindest
eine der Entkopplungsschichten 5a, 5b tragt beispielsweise
bei Hochfrequenzanwendungen des Vielschichtbauelements zu

einem besonders vorteilhaften Filterverhalten bei.

Figur 5A zeigt eine seitliche Querschnittsansicht eines elek-
trischen Vielschichtbauelements mit mehreren {ibereinander
angeordneten Grundkoérpern 1, welche Jjeweils ober- und
unterseitig mit einer Entkopplungsschicht 5a beziehungsweise
5b versehen sind. Jeder Grundkorper weist mehrere Stapel von
Elektrodenschichten 3 auf, wobei zwischen je zwei
Elektrodenschichten eines Stapels eine Masseelektrode 9
angeordnet sein kann. Da sich die unterseitige
Entkopplungsschicht 5a des oberen Grundkdrpers 1 an die obere
Entkopplungsschicht 5a des unteren Grundkdrpers 1 angrenzt,
wird eine Anordnung von in Stapelrichtung benachbarten
Entkopplungsschichten 5a, 5b geschaffen, die eine besonders
grindliche elektromagnetische Entkopplung der mit den
Elektrodenstapeln ausgebildeten verschiedenen Grundkorpern 1
ermdglicht. Die Anordnung von iUbereinander angeordneten
Grundkorpern mit jeweils ober- und unterseitigen
Entkopplungsschichten kénnte in Stapelrichtung auf der Basis

desselben Musters vervielfaltigt werden.
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Beispielsweise kdnnte ein erster Grundkdrper 1 mit jeweils
mehreren Stapeln von Elektrodenschichten bzw. Masseelektroden
9 einen Varistorkdérper umfassen, wobei ein in Stapelrichtung
benachbarter, weiterer Grundkdrper 1, ebenfalls aufweisend
einen Stapel von Elektrodenschichten 3 bzw. Masseelektroden 9
einen weiteren Varistorkdrper oder beispielsweise einen
Kondensator bzw. Vielschichtkondensator umfassen kdnnte. Da
die genannten Grundk&rper voneinander mittels
Entkopplungsschichten 5a, 5b voneinander chemisch und / oder
elektromagnetisch entkoppelt werden, kann ein
Vielschichtbauelement mit mehreren Funktionen bei hoher
Integrationsdichte bezogen auf die im Vielschichtbauelement
angeordneten Schaltelemente bzw. Funktionskeramiken,

geschaffen werden.

An der AuBenseite des Vielschichtbauelements werden
Passivierungsschichten 7b, 7a, AuBenkontakte 6 sowie
Widerstandspads 4a und Widerstidnde 4 gemal der vorherigen

Figuren bzw. Beschreibungsteilen ausgebildet.

Figur 5B zeigt eine weitere seitliche Querschnittsansicht des
mit der Figur 5A gezeigten Vielschichtbauelements, wobei die
Ebene des Querschnitts senkrecht zu derjenigen des
Vielschichtbauelements gemal Figur 5A verlauft. Somit werden
als Draufsicht die Enden mehrerer Elektrodenschichten 3
gezeigt, die in jedem Grundkdrper 1 lateral nebeneinander
angeordnet sind aber mit gemeinsamen Masseelektroden 9

zusammenwirken.

Figur ©6A ist eine Draufsicht auf ein elektrisches
Vielschichtbauelement gemal einer der vorhergehenden Figuren
sowlie den jeweils zugehdrigen Beschreibungsteilen, wobeil zwei

AuRenkontakte © sich an unterschiedlichen, in Langsrichtung
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gegeniberliegenden Seitenflichen des Vielschichtbauelements
befinden. Diese AuRenkontakte 6 kontaktieren vorzugsweise
beide ein und dieselbe Masseelektrode 8, wobei mehrere solche
Masseelektroden 9 in Stapelrichtung lUbereinander angeordnet

sein kdnnten.

Auf den anderen Seitenflachen des Vielschichtbauelements sind
Jjeweills vier Aubenkontakte 6 angeordnet, die sich in der
senkrecht zur Langsrichtung verlaufenden Richtung
gegeniiberliegen. Zwischen den AuBenkontakten entlang der
AuRenflache des Grundkorpers 1 ist vorzugswelse eine
Passivierungsschicht 7b aufgebracht, welche die
Oberflacheneigenschaften des Grundkdrpers vor aulleren
Einfllissen beziehungsweise eine Veranderung der
Cberflacheneigenschaften dieses Grundkdrpers aufgrund von

duBeren Einfliissen vermindert oder zumindest reduziert.

Figur 6B ist eine seitliche Querschnittsansicht auf ein
Vielschichtbauelement gemal einer der vorhergehenden Figuren,
wobei in diesem Falle der Querschnitt weiter nach aullen
verlegt ist, sodass die AuRenkontakte 6, die an den
Langsseiten des Vielschichtbauelements angeordnet sind,
sichtbar werden. Es wird gezeigt, wie die AuRenkontakte 6
sich tliber die HOhe des Grundkdrpers erstrecken und oberseitig
sowle unterseitig die HbOhe des Grundkdrpers 1 um ein kleines
Stiick Uberstehen, wobei sie in diesem Bereich nach innen
gerichtete Ansatze beziehungsweise Vorspriinge aufweisen, die
je teilweise auf der Oberfldche der Stirnseiten des
Vielschichtbauelements angeordnet sind, wodurch eine

klammerartige Form eines jeden Aulenkontakts gebildet wird.

Eine Funktionskeramik eines Vielschichtbauelements der

beschriebenen Art kénnte unterschiedliche Materialien je nach
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beabsichtigter Anwendung des Vielschichtbauelements
enthalten. Reispielsweise wird der Einsatz von
Kondensatormaterialien, die zu den Klassen COG, X7R, %50,
Y5V, KOM im Falle der Verwendung des Vielschichtbauelements
als EMI (electromagnetic impulse) Filter bevorzugt. Wird das
Vielschichtbauelement als Varistor verwendet, umfasst die
Funktionskeramik vorzugsweise Zn0O-B, ZnO-Pr bzw. eine
Mischung hiervon. Dabei ist es besonders glinstig, wenn das
Vielschichtbauelement als ESD (electrostatic discharge) oder

auch als EMI-Filter verwendet wird.

Eine jede beschriebene Elektrodenschicht kann eine der
folgenden Materialien oder eine Kombination bzw. Legierung
der folgenden Materialien enthalten: Silber, Palladium,
Platin, Silber-Palladium-Legierungen, Silber-Platin-Legie-
rungen, Kupfer, Nickel. Dabei ist es glinstig, wenn
AuRenkontakte des Vielschichtbauelements ein Material
aufweisen, das fiir eine mit dem Aulenkontakt kontaktierte

Elektrodenschicht eingesetzt wird, enthalten.
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Bezugszeichenliste

Grundkdrper
dielektrische Schicht
Elektrodenschicht
Widerstand

B W NP

a Widerstandspad

S5a erste Entkopplungsschicht

5b zweite Entkopplungsschicht

6 AuBenkontakt

Ta erste Passivierungsschicht

b zwelte Passivierungsschicht

38 elektromagnetische Abschirmstruktur

9 Masseelektrode
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Patentanspriiche

1. Elektrisches Vielschichtbauelement, aufweisend:

10

15

20

25

30

- zumindest einen Grundkorper (1), der einen Stapel von
Ubereinander angeordneten dielektrischen Schichten (2)
und Elektrodenschichten (3) umfasst, sowie

- zumindest einen Widerstand (4), wobei

- zumindest eine Entkopplungsschicht (5a, 5b) wvorhanden
ist, welche den Widerstand (4) von zumindest einem Teil

des Vielschichtbauelements chemisch isoliert.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach Anspruch 1, bei
dem die Entkopplungsschicht (5a, 5b) eine

streukapazitdtsreduzierende Funktion aufweist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Widerstand (4)
zumindest teilweise auf zumindest einer AuBenflidche des

Grundkorpers (1) aufgebracht ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach Anspruch 3, bei
dem der Widerstand (4) zumindest teilweise mit einer

ersten Passivierungsschicht (7a) abgedeckt ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem zumindest ein Teil der
AuBenflache des Grundkorpers (1) mit einer zweiten

Passivierungsschicht (7b) abgedeckt ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem eine elektrisch
unkontaktierte elektromagnetische Abschirmstruktur (8) im

Vielschichtbauelement (1) integriert ist, die den
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10.

11.

12.

Widerstand (4) von zumindest einem Teil des

Vielschichtbauelements (1) elektromagnetisch entkoppelt.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach Anspruch 6, bei
dem die elektromagnetische Abschirmstruktur (8) in der

Entkopplungsschicht (5a, 5b) integriert ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
Anspriiche 6 oder 7, bei dem die Abschirmstruktur (8) eine

elektrisch leitende Schicht ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem eine Masseelektrode (9)

im Grundkdérper (1) angeordnet ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem der Teil des
Grundkdrpers (1), von dem der Widerstand (4) mittels der
Entkopplungsschicht (5a, 5b) isoliert ist, einen

Varistorkdérper umfasst.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem der Teil des
Grundkorpers (1), von dem der Widerstand (4) mittels der
Entkopplungsschicht (5a, 5b) chemisch isoliert ist, einen

Kondensatorkdrper umfasst.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Grundkdrper (1) einen
Vielschichtkondensator und einen Vielschichtvaristor
umfasst, die mittels der Entkopplungsschicht (5a, 5b)

voneinander entkoppelt sind.
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13.

14.

15.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem die Anordnung wvon
dielektrischen Schichten (2) und Elektrodenschichten (3)
bezogen auf eine parallel zu den dielektrischen Schichten

verlaufende Ebene symmetrisch ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei dem die Anordnung wvon
dielektrischen Schichten (2) und Elektrodenschichten (3)
bezogen auf eine in Stapelrichtung verlaufende Ebene

symmetrisch ist.

Elektrisches Vielschichtbauelement nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, das als Array ausgefihrt ist,
wobeili der Grundkorper (1) mehrere lateral nebeneinander
angeordnete Stapel von iibereinander angeordneten
dielektrischen Schichten (2) und Elektrodenschichten (3)

umfasst.
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